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1. Газова чутливість поверхнево - бар'єрних структур на основі кремнію, арсеніду галію та сульфіду кадмію з
надтонкими плівками титану та нікелю

2. The gas sensitivity of the surface - barrier structures based on silicon, gallium arsenide and cadmium sulphide
with superthin films of the titanium and nickel

Реферат:
1. Мета роботи - з'ясування можливостей використання поверхнево-бар'єрних структур з надтонкими
плівками металу в якості перетворювачів сигналу від газового середовища та встановлення фізичних
процесів, що обумовлюють його вплив на електрофізичні параметри. Методи дослідження - вольт-амперні,
вольт-ємнісні характеристики, визначення питомого опору плівок металу, моделювання процесів адсорбції,
атомно - силова мікроскопія. Досліджено чутливість поверхнево-бар'єрних структур на основі Si, GaAs та
CdS з надтонкими плівками титану та нікелю до аміаку, вуглекислого газу, криптону, водного розчину аміаку
і парів води; встановлено її основні механізми. Запропоновано фізичні методи аналізу впливу газового
середовища на властивості гетерофазних поверхнево-бар'єрних структур. Сфера застосування -



напівпровідникова електроніка.

2. The thesis is devoted to learning of the using possibility of the surface - barrier structures with superthin metal
films as the transducer of gas environment and to ascertaining of physical processes, which determine this
influence on physical properties. The current - voltage, voltage - capacity characteristics, the surface specific
resistance, the modelling of adsorption process, the atomic-force microscopy are the methods of researching. The
sensitivity of the surface - barrier structures based on Si, GaAs та CdS with superthin films of the titanium and
nickel to ammonia, carbonic gas, krypton, ammonia water solution and humidity is investigated. The sensitivity
mechanisms are ascertained. The physical methods of the influence analysis of the gas environment on the
properties of heterophase structures are developed. The application field is the semiconductor electronics.
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